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1．はじめに 

CMOS イメージセンサの製造工程における重金属汚染は，デバイス特性を劣化させる主要因となるため，デバ

イス活性領域から重金属を除去するゲッタリング技術が重要視されている．近年，炭素(C)，水素(H)，酸素(O)

で構成された多元素分子CH3Oイオンをシリコン(Si)ウェーハに注入することで，(111)方向に 1原子層導入される

積層欠陥が形成されることが透過電子顕微鏡(TEM)による断面観察から確認された 1)．この欠陥はC，Hのみで

構成される炭素クラスターイオン注入 Si ウェーハでは確認されておらず，さらにゲッタリング能力を持つことが推

察される．そこで我々は，CH3Oイオン注入 Siウェーハを銅(Cu)汚染し，レーザー補助型 3次元アトムプローブ法

(APT)を用いて積層欠陥の原子分布を解析したので，その結果について報告する． 

2．実験方法 

n型 Si(100)基板に CH3Oイオンを加速電圧 80 keV/cluster，注入C ドーズ量を 1.0E15 carbon/cm2として注入

し，5.0 umのエピタキシャル成長をおこなった．その後，Cuを表層からドーズ量 1.0E15 atom/cm2としてイオン注

入，1000℃で 1時間のCu拡散アニールをおこなった．サンプル断面を走査型 TEM(STEM)で観察し，欠陥を含

んだ APTサンプルを作製，評価をおこない C，O，Cuの原子分布評価をおこなった． 

3．実験結果 

Fig. 1 (a) に積層欠陥を含んだ APTサンプルの STEM像，(b)に(a)で用いたサンプルの APT原子マップ像，

(c)に積層欠陥近傍のAPT原子マップ像を示す．(a)より赤い矢印で示した2つの注入欠陥が確認される．(b)，(c)

において，赤い点は C，青い点はO，緑の点は Cu原子を示す．(b)から欠陥を含んだAPT像が得られたことがわ

かる． (c)より C，O，Cu 原子が欠陥近傍にループ状に偏析しており．さらに断面 TEM 観察の解析からこれが積

層欠陥であったことを考慮すると，この欠陥はフランク型転位ループであると推察される．本結果のように各元素

が集合体を形成，数珠状に偏析した理由は，Cottrell雰囲気によるひずみ効果と Suzuki効果による積層欠陥上

での固溶度の増加によると考える 2,3)． 

 

Fig. 1 (a) STEM image of APT sample, (b) carbon (red), oxygen (blue), and copper (green) atom map, 

and (c) atom map around stacking fault. 
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